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АННОТАЦИЯ 

Ушбу ишда поликристалл структурали материалларда чегара 

соҳаларининг электронларнинг кўчирилишига таъсири бўйича тадқиқот 

натижалари келтирилган. Экспериментал натижалар асосида аномал 

фотокучланиш самарасининг сифатий назарияси таклиф этилган. 

Калит сўзлар: поликристалл, дона чегараси, сиртий холатлар, аномал 

фотокучланиш, эффектив масса, концентрация. 

ABSTRACT 

In this paper, the results of a study on the effect of boundary areas on electron 

transfer in polycrystalline structural materials are presented. Based on the 

experimental results, a qualitative theory of the anomalous photocouple effect is 

proposed.  

Keywords: polycrystalline, grain boundary, surface conditions, anomalous 

photocell, effective mass, concentration. 

КИРИШ 

Термовакуумда конденсациялаш усули билан олинган  PbTe пардалари 

инфрақизил диапазонида ишловчи детекторларда актив элемент сифатида кенг 

қўлланилади. Бундай пардалар асосида турли термоэлектрик батареялар, 

балометрлар ва турли асбоблар тайёрланади. Яқин вақтларгача бундай асбоблар 

техникада кенг қўлланилишига қарамасдан мутахассисларда уларда кечадиган 

физик жараёнлар ҳақида ягона тасаввурлар мавжуд бўлмай ва бу ҳолат барча 

яримўткакзгич поликристаллар учун умумий хисобланади. Биз қуйида 

параметрлари таҳлил этадиган юпқа пардалар 1-3 мкм қалинликда бўлиб, 5·10-5 

Hg босимда (800±10)оС температурада, кварц тигелларда олинган. PbTe 

пардалари одатда электрон ўтказувчанликка эга бўлади ва материалда 

электронларни Холл концентрацияси (2÷4) ·1018см-3, конденсация 

температураси (350±10)оС га тенг. 

 Конденсацияланган кейинги юпқа пардалардаги электронлар 

концентрацияси дастлабки кукунланмаган материал концентрациясига тенг. 
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Шу сабабли, электронларнинг ҳаракатчанлиги μH(T) ни ўлчашда  электронлар 

концентрацияси кристаллада ва пардаларда ўзаро тенг деб хисобланади. 

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР 

Массив кристаллар учун γ нинг қаймати  1.75< γ<2.75 бўлиб, электронлар 

сочилиш механизмларига боғлиқ бўлади. Маълумки, электронларни 

поликристаллни ташкил этган атомларни тебранишлари билан боғлиқ бўлган 

акустик ва оптик фононларда сочилиши туфайли хосил бўлган умумий яшаш 

вақти 

111
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кўринишида тасвирланади. Ушбу формула асосида электронларни 

поликристаллни ташкил этган битта кристаллит ва битта чегаравий сохадан 

ўтиш вақтини τ деб олсак, ҳар икки сохадан электронни ўтиш тезлигини  
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кўринишида тасвирлаш мумкин. Бунда L-ҳар икки соҳа кенглиги, бўлиб 

поликристалл структураси билан аниқланади, l -ЧС-потенциал тўсиқ кенглиги 

ва унинг қийматини баҳолаш мумкин. PbTe юпқа пардаларида L ни қиймати 

тагликнинг турига бағлиқ ҳолда L=(1000-2000)Å, атрофида бўлади. D(Е) –

потенциал тўсиқнинг шаффофлиги. 

(2)- формула электронни L-масофада ҳаракатланиш механизмларини 

баҳолаш имконини беради. Маълумки, электронларни кристаллдаги ҳаракати 

ҳаракатчанлигини  

dn00 me /       (3)  формула асосида баҳоланади.
 

Бунда  0 -электронларни кўчирилишдаги барча механизмларни ҳисобга 

олиувчи ўртача релаксация вақти бўлиб, (3) формула асосида поликристаллдаги 

электрон ҳаракатчанлиги учун қуйидаги ифодани оламиз.
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 Ушбу формулада l ни, D(E)   функцияларни температурага боғлиқлигини 

билган ҳолда  μ=μ(Т) боғланишни хисоблаш мумкин, ва бу боғланишни 

натижалари 1-расмда штрих-пунктир чизиқлар орқали келтирилган. 

Адабиётларда (4) формулани  
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Кўринишда тасвирланади ва бунда, γ=-

lg
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эканлиги кўринади. 

Кристалларда зарядли заррачалар ҳаракати туфайли сочилиш 

механизмларини, кристалларнинг ички параметрларини қийматларини турли 

ҳил физик эффектлар ёрдамида аниқлаш (кристалларнинг зона параметрларини) 

эффектив метод хисобланади. Кристалл бир вақтда электр ва магнит 

майдонларига жойлаштирилганда бир неча ҳил эффектлар кузатилади. 

Шулардан бири Нернcт-Эттингаузеннинг кўндаланг эффекти. 

ХУЛОСА 

Бу ходисадаги қизиқ холатлардан бири температура градиентига эга 

бўлган  магнит майдонларига киритилганда, яримўтказгич кристаллидаги 

легирловчи аралашмаларнинг концентрацияси ўзгартириб борилса кўндаланг 

Эрнст-Эттингаузен коэффициенти Q нинг қиймати ўз ишорасини ўзгартиради. 

Бу ҳодисага Q нинг инверсияси дейилади. Бу ҳодиса кристаллар билан бир 

қаторда поликристалл структураларда ҳам кузатилиб, ундан поликристаллар 

чегара соҳаларини зарядларни сочилиш механизмларини ўрганишда 

фойдаланиш мумкин. 
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